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《太赫兹科学与电子信息学报》2026年专栏征稿

主题：化合物半导体材料与高频器件
化合物半导体（GaN、SiC、GaAs、InP、Ga₂O₃等）凭借宽禁带、高击穿电场、高电子迁移率等优异特性，是支撑高频、高功率、抗辐射电子器件发展的核心材料体系，在太赫兹探测、星载电子、高性能雷达与电子战等国家重大战略领域发挥着不可替代的基石作用。
当前全球化合物半导体技术加速迭代，材料外延、器件设计、异质集成等方向成果涌现，但仍面临材料调控、工艺瓶颈、器件性能上限等挑战。为凝聚科研力量，促进材料-器件-系统链条协同创新，加强相互交流、学习借鉴，集中展示我国最新研究进展，《太赫兹科学与电子信息学报》计划推出 “化合物半导体材料与高频器件” 专题栏目，面向广大专家学者征集原创论文及综述，旨在集中反映该领域最新的研究成果及研究进展。
一征稿范围
1) 化合物半导体材料生长与表征
          2) 高频微波毫米波器件设计与制备
3) 太赫兹半导体器件与集成技术



4) 高功率微波电子器件与集成
5) 化合物半导体光电探测与发射器件


6) 异质异构集成与单片微波集成电路
7) 器件测试、建模、仿真设计与计量技术  
8) 化合物半导体器件可靠性与失效分析
9) 先进封装与系统级集成技术            10) 化合物半导体在雷达、通信、航天等领域的应用
二特邀组稿专家
曾建平  中国工程物理研究院电子工程研究所/微太中心

苏永坡  中国科学院微电子研究所高频高压器件与集成研发中心

卓  宁  中国科学院半导体研究所

梁士雄  天津大学微电子学院智能传感功能材料全国重点实验室

牛  斌  南京电子器件研究所固态微波器件与电路全国重点实验室

李  倩  中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

郑艺媛  南京电子器件研究所固态微波器件与电路全国重点实验室
三投稿方式
请登录《太赫兹科学与电子信息学报》官方网站(www.iaeej.com)，根据网站提示在线投稿。投稿时请作者务必在拟投栏目中选择“专栏：化合物半导体材料与高频器件”，并附保密审查。投稿模板及要求请参见网站首页。
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曾建平，中国工程物理研究院电子工程研究所/微太中心副研究员，主要从事化合物半导体高频器件与电路集成技术研究，重点研究砷化镓、氮化镓的太赫兹肖特基势垒二极管（THz-SBD）及其单片集成变频技术。主持部委高技术项目、国家自然科学基金面上项目、中物院预研课题及所长基金等科研项目7项，参与国家自然科学基金重点项目、部委项目等若干；发表学术论文30余篇；授权国家发明专利14项（GF专利2项）；获中物院科技创新top10荣誉。

